


Несмотря на все положительные стороны работы, есть несколько замечаний 

по тексту автореферата диссертационной работы: 

1. Согласно рис. 13, а таюке подробному описанию процесса резистивного

переключения образца мемристорного устройства на основе CH3NH3PbBr3:GO, при 

низких значениях напряжения и обоих полярностях реализуется состояние с 

высоким сопротивлением, тогда как состояние с низким сопротивлением возможно 

только при приложении к структуре высокого по модулю напряжения (> 2 В). 

Вообще говоря, в изначальном понимании термина «мемристор», исследованное 

устройство к нему нс относится, так как не является энергонезависимым носителем 

программируемого резистивного состояния. В то же время, такой элемент можно 

отнести к более широкому понятию «мемристивное устройство», под которым 

подразумевают любое устройство с гистерезисом на вольт-амперных 

характеристиках. Область применения таких устройств ограничена. 

2. На рис. 17 и в тексте автореферата, к сожалению, не приведены значения

показателя степени в температурной зависимости предполагаемого прыжкового 

типа проводимости для пленок CH3NH3PbBr3:GO и, более того, сам рисунок 

представлен в неподходящих координатах для выявления такого типа зависимости: 

не в координатах log( cr) - Т 112, а в координатах log(R) - Т 1, из которой сложно

установить искомый тип проводимости. Не ясно тогда, па каком основании сделан 

вывод о предполагаемом типе проводимости. 

Данные замечания не снижают значимости выполненного исследования и, в 

целом, работа заслуживает высокой оценки за её. актуальность, научную новизну и

практическую значимость. Она делает важный вклад в развитие материаловедения 

и нанотехнологий, предлагая новые подходы к созданию функциональных 

материалов для оптоэлектронных устройств. Работа соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссерта�щям, а ее автор Григорий 

Васильевич Ненашев заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико­

математических наук по специальности 1.3 .11 - Физика полупрово;щиков. 
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